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МАТЕРИАЛЫ  ЭЛЕКТРОННОЙ  ТЕХНИКИ 

УДК 546.2; 537.312 

Фазовое разделение в халькогенидных полупроводниках  

системы Ge–Te при термоциклировании 

С.А. Козюхин
1
, А.А. Шерченков

2
, А.В. Бабич

2
 

1
Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН 

2
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Проведен анализ составов, близких к эвтектическому в системе Ge–Te, и 

изучено их поведение при многократных термообработках с помощью диф-

ференциальной сканирующей калориметрии и рентгенофазового анализа. 

Показано, что многократная термообработка исследуемых составов при-

водит к фазовому разделению в материале. Сделаны предположения о 

природе процессов, протекающих при термообработке материалов. 

Ключевые слова: халькогенидные полупроводники, система Ge-Te, эвтектика, 

термические свойства. 

Разработка устройств энергонезависимой фазовой памяти на основе халькогенид-

ных полупроводников сложного состава [1–3] обусловлена рядом их потенциальных 

преимуществ перед широко распространенной флэш-памятью [1]: 

- количество циклов записи и перезаписи – от 10
6
 до 10

13
 (для флэш-памяти –  

10
5
 циклов);  

- высокое быстродействие – время записи, удаления, считывания информации не 

превышает 50 нс (на три порядка меньше, чем у современных флэш-накопителей);  

- меньшее энергопотребление;  

- отсутствие принципиальных ограничений для уменьшения размеров ячеек фазо-

вой памяти.  

Работы в данном направлении часто переходят из исследовательской в промыш-

ленную плоскость, например перезаписываемые оптические диски для хранения ин-

формации успешно производит ряд корпораций. Компания «Самсунг» объявила о на-

чале выпуска схем фазовой памяти для мобильных телефонов емкостью 512 Мбит, 

применяя технологическую норму 65 нм. Такие схемы имеют в 10 раз большее быстро-

действие, чем флэш-память. Применение данных схем позволит увеличить время рабо-

ты аккумуляторов на 20% за счет меньшего энергопотребления [4]. 

Одними из применяемых материалов для фазовой памяти, в первую очередь  

оптической, являются составы в тройной системе Ge–Sb–Te, лежащие на линии ква-

зибинарного разреза GeTe–Sb2Te3 [1]. Однако некоторые физико-химические и ма-

териаловедческие аспекты данных материалов остаются еще не до конца выяснен-

ными, что не позволяет полностью реализовать возможности устройств фазовой 

памяти. В частности, в [1] показано, что при многократных термообработках таких 

материалов может появляться эндотермический пик в диапазоне температур от 390 

 С.А. Козюхин, А.А. Шерченков, А.В. Бабич, 2013 
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